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Abstract
This paper presents the extracting method of high―f equency
transistor parameters for the electronic circuit silnulation using
PSPICE from S―parameters.  It is found that the silmulation result
of the high frequency amplifief using parameters extracted by the








































































































r睫=β re                                (1)
=βq/kTI睫ュ
また、Ceは、順方向ベース遷移時間tFと次のように関係づけられる。






h=RB+1/(1/、十jω (Q+Cc))               伯)










































































































例として、図 1の対象回路に使用されている トランジスタ2 SC3356のデ
バイスパラメータを求めてみる。図4に、 2 SC3356のSパラメータの測定
データを示 している。図 5、 図6に、式的 ～似①を用いて計算 した2 SC3356








































































































































































































* 1990,3,20     Tomabechi
RG ll 1 50
Cl 1 2 89PF
R1 2 3 10
R2 7 3 2,2K
R3 8 0 470
R4 7 4 100
Q1 4 3 5 SC3856
R5 5 0 10
C2 5 0 39PF
C8 4 6 39PF
RL 6 0 50
VCC 7 0 7,2V
VIN l1 0 AC O,2
.model SC3356 mpn (IS=1.000f VAF=100 BF=127。l NE=1.5 SE=0
+    IKF=O RE=O BR=l NC=2 1SC=O IKR=O RC=O RB=80 RBM=80
+    CJE=O M」E .88 VJE=。75 CJC=.6327p MJC=.38 VJC=.75 FC=.5
+    TR=10n TF=28.6p ITF=O VTF=O XTF=0 )
。OPT10NS
.OP
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0バイアス時のベース抵抗       0
ベース抵抗の電流変化の最珂ヽ値    RB
ベース抵抗加 BMの1/2になる電流値 ∞
内部でRbに接続されるB―C間容量   1
のフラクション
B―E間0-ノ｀イアスp―n接合容量
B―Ettp―n接合傾斜ファクター
B―Ett p―n接合拡散電位差
0,75
C―S同0-ノ｀イアスp一n接合容量  0
順方向遷移時間trの理想値
t,のVoe依存佳係数
tf力fVc.に依存開始する電圧値
ttがIcに依存開始する電流値
逆方向遷移時間trの理想値
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